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はじめに 近年、光通信技術の発達に伴って光デバイスの一層の高機能化が求められており、そ

の観点から同一基板上に光及び電子デバイスを集積するヘテロ光電子集積回路が注目されている。

特に LSIなどの電子回路との親和性の点から Si基板を用いたへテロ集積素子が鋭意検討されてい

る。[1],[2]今後一層様々な機能を持つ複数種類の光デバイスを同一基板上に逐次的にハイブリッ

ド集積させることにより、さらに高度な機能を持つ光集積回路が作製できる。我々は今までこの

ような高度ハイブリッド集積技術の確立を目標とし、低温及びアライメント接合技術について検

討を行ったので報告する。 

実験 接合方法として、表面活性化と原子拡散接合技術を用いて、シリコン基板上に複数のシリ

コンチップを接合させる実験を行った。上下基板のサイズはそれぞれ 3mm角及び 1cm角である。

上下基板間には金属（Cr/Au）の薄膜を堆積し、荷重による接合プロセスの前に Au膜の表面を N2

ガスによる大気圧プラズマ照射により表面活性化処理を行った。接合プロセスでは接合温度を変

化させ、荷重の保持時間は 30分以下に設定した。 

結果 図 1は荷重 140gの時の接合強度と温度との関係を示している。温度の上昇に従って線形的

に接合強度が増加したが、300℃にしても接合強度は 32cN 程度であった。他方、荷重を変化させ

た結果を図 2に示す。これにより特に 1040gの場合は接合強度は 22N以上となった。現在アライ

メントと逐次ボンディングの検討を進めている。 
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図 1 結合強度と温度との関係(荷重 140g)            図 2 荷重と結合強度との関係(結合温度 200℃) 
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